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背景・目的

CTR(Critical Temperature Register)

CTRに類似した特性を持つCMOS機能回路
温度検出スイッチ(CTS;Critical Temperature Switch)
回路を提案

急激な温度変化を検出



温度検出スイッチ(CTS)回路
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動作原理

M7；強反転線形領域動作
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K : M5とM6のサイズ比



動作原理

M7；弱反転線形領域動作
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M1,M2 : 80 u/5 u
M3,M4,M5 :

40 u/2 u
M6 : 80 u/2 u
M7 : 2 u/20 u

Technology
:2P4M CMOS

0.35 um
Vdd : 1.5 V



検出温度の設定
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M5とM6のサイズ比 K
M7のMOSサイズ W

検出温度を設定可能
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サイズと検出温度の関係
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Vdd

Vb

リセット機能

一定時間ごとにリセット

温度に対応した電圧を出力

ヒステリシス特性をキャンセル
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まとめ

○素子ばらつきの考慮

○検出温度とサイズの定式化

○温度による回路特性の変化

○設計パラメータによる検出温度の設定

○リセット機能によるヒステリシス特性のキャンセル

温度検出スイッチ(CTS)回路を提案

今後の課題
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